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半導体産業はムーアの法則に従って驚異的なスピードで発展してきた。コンピュー

タ性能が飛躍的に向上、価格も劇的に低下、それに伴いソフトウェア技術が発展し、

相乗効果でコンピュータ開発が加速してきた。その半導体の発展を牽引してきたのは

リソグラフィによる微細化技術である。半導体リソグラフィ技術においては、露光装

置を用いて縮小転写することで微細化を実現してきたが、その微細化を決めるキーフ

ァクターは露光装置で採用する光の波長である。しかしながら、微細化要求が進み、

要求パタンサイズが光の波長を下回る世代になるとパタン転写の忠実度が劣化する

課題が発生する。そこで、パタン転写の忠実度を保つために、光学近接効果補正が採

用され始め、さらに回路パタンの密度・複雑度の向上に対応するためのComputational 

Lithography技術が発展した。Computational Lithography技術は、2000年～2010年頃

に開発・実用化が行われ、2010年代以降も個々の要素技術の高度化（マスク、レジス

ト、光学系・・・）とともに、高速化・高精度化が進んでいる。本講演では半導体微

細化の経緯を説明するとともに、微細化の最前線で開発されてきたComputational 

Lithography技術について紹介する。 
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